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(54) Titlee METHOD FOR SEPARATING ELECTRONIC COMPONENTS FROM A COMPOSITE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM VEREINZELN VON ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN AUS EINEM VERBUND

(57) Abstract: The invention relates

. j 4

to methods for separating thin chips
1 from a sawn wafer, according to

which the wafer is first glued to a
carrier and is sawn into individual
chips on said carrier. The components
are subsequently detached from the
carrier individually or in groups. The
method is characterised in that the
carrier is a rigid plate and the adhesive
is thermally soluble, whereby the
adhesive is rendered inactive by
means of heat passing either through
the chip itself or through the carrier.
The chip is then detached.

(§7) Zusammenfassung: Die
Erfindung bezieht sich auf Verfahren
zum Vereinzeln von diinnen Chips
aus einem gesdgten Wafer, bei dem

Wafer zundchst auf einen Triger

aufgeklebt und auf dem Tréger in die einzelnen Chips gesédgt wird. Danach werden die Bauteile dann einzeln oder in Gruppen von
dem Tréger abgeldst. Das Verfahren sieht hierbei vor, da? der Triger eine starre Platte ist und der Klebstoff wirmeldslich ist, wobei
vor dem Abldsen der Chips der Klebstoff entweder durch den Chip selbst oder durch den Tréger hindurch mit Hilfe von Wirme

deaktiviert wird, wonach dann der Chip abgel&st wird.
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Verfahren zum Vereinzeln von elektronischen Bauteilen aus einem Verbund

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Vereinzeln von elektronischen Bauteilen
aus einem Verbund, insbesondere Chips aus einem Wafer, bei dem der Verbund zunachst
‘auf einem Trager aufgeklebt wird und die Bauteile voneinander getrennt werden, wonach
die Bauteile dann einzeln oder in Gruppen unter Verwendung einer Vakuumpipette von dem
Trager abgelost werden, wobei die Haftwirkung des Klebstoffes selektiv verminderbar ist,
wobei vor oder beim Abidsen der Bauteile der Klebstoff im entsprechenden Bereich in seiner

Haftwirkung vermindert.

Bislang werden Wafer auf eine dehnbare Tragerfolie aufgesetzt. AnschlieRend werden diese
Wafer in einem S&geprozeR in einzelne Chips aufgetrennt. Dieser geségte Wafer auf Tra-
gerfolie bildet mit einem Tragerrahmen das Eingangsmaterial flr die sog. Die-Bond Prozes-
se. Zum Ablésen der Chips von der Trégerfolie wird zunéchst von der Rickseite her eine
Nadel, der sog. Die Ejector, unter den zu Isenden Chip gefahren, der den Chip von unten
von der Tragerfolie [6st. Der so geldste Chip wird mit einer Vakuumpipette tbemommen und
auf ein anderes Substrat iibergeben, wo der Chip dann weiteren Prozessen unterworfen
wird. So ist z.B. aus der JP-A-2039452 ein Verfahren bekannt, bei dem zusé&tzlich zu den
oben genannten Merkmalen der Klebstoff des Tragermaterials durch Einwirken einer War-
mequelle geschwacht wird, um das Ablosen des Chip zu verbessem.

- Dieses Verfahren-hat sich in der Vergangenheit sehr bewéhrt;-es setzt jedoch voraus; da- - -
der Chip im Vergleich zur Tragerfolie relativ starr ist, so daB die von der Rickseite her agie-
rende Ejector-Nadel zwar die Trégerfolie dehnt; den Chip jedoch abhebt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zur Verfiigung zu stellen, mit wel-
chem auf dinnere Chips vereinzelt werden kénnen, und zwar auch solche Chips, die sich
selbst ahnlich wie eine Folie verhalten. Es handelt sich hierbei insbesondere um Silicium-
Chips mit einer Dicke unterhalb von 60um bis zu einer Dicke von 10pm.

Zur Losung dieser Aufgabe sieht das erfindungsgemate Verfahren vor, dal der Trager als
starre Platte, vorzugsweise aus Glas, Glaskeramik oder Kunststoff ausgebildet ist, wobei der
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Klebstoff vor dem Ablésen der Bauteile im entsprechenden Bereich des Verbunds deakti-
viert wird, wobei das Abheben des Bauteiles ausschlielich aber die Vakuumpipette erfolgt.

Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dal zum Abldsen wie bei den bisherigen Ver-
fahren auch, weiterhin Vakuumpipetten verwendet werden kénnen und dal} es dariiberhi-
naus auf einfache Weise méglich ist, auch diinne Chips abzulésen, die eine hohe Duktilitat
und ein folienahnliches Verhalten aufweisen, wobei kein Die Ejektor verrwendet wird. Der
Trager kann aus einer starren Platte vorzugsweise aus Glas, Glaskeramik oder Kunststoff
bestehen. Insbesondere dann, wenn die Warme durch den Trager hindurch zugefahrt wird,
ist es gunstig, wenn die Warmeleitfahigkeit des Tragers quer zur Tragerebene besser als in
Trégerebene ist. Mateﬁalien, insbesondere Glaskeramik, die diese Eigenschaften aufwei-
sen, sind hinreichend bekannt; sie werden beispielsweise bei Keramikkochfeldern verwen-
det. Als glinstig hat sich auch herausgestelit, wenn der Klebstoff als Folie ausgebildet ist.
Dadurch wird eine gleichmanige Klebstoffstérke auf dem Trager gewahrleistet.

Der Trager besteht aus einer starren Platte vorzugsweise aus Glas, Glaskeramik oder
Kunststoff. Insbesondere dann, wenn die Warme durch den Trager hindurch zugefihrt wird,
ist es glnstig, wenn die Wwarmeleitfahigkeit des Tragers quer zur Tragerebene besser als in
~ Tragerebene ist. Materialien, insbesondere Glaskeramik, die diese Eigenschaften aufwei-
sen, sind hinreichend bekannt; sie werden beispielsweise bei Keramikkochfeldern verwen-
det. Als ginstig hat sich auch herausgestelit, wenn der Klebstoff als Folie ausgebildet ist.
Dadurch wird eine gleichméRige Klebstoffstarke auf dem Tréager gewahrleistet. Besonders
gunstig ist es hierbei, wenn der selektiv deaktivierte Klebstoff warmeldslich ist. Das macht
es besonders einfach, in einem bestimmten Bereich des Verbundes durch gezielte Einbrin-
gung von Warme den Klebstoff zu deaktivieren, um dann die einzelnen Bauteile abzul6sen.
Bei besonders dunnen Bauteilen 148t sich die Warme zum Deaktivieren des Klebstoffs durch

das Bauteil hindurch aufbringen.

Alternativ dazu kann die Warme zum Deaktivieren des Klebstoffs auch durch den Trager

~ hindurch aufgebracht werden. Diese Mdglichkeit bietet sich z.B. an, wenn die Bauteile etwas
dicker oder warmeempfindlich sind. Eine einfache Md&glichkeit der Warmeaufbringung ist die
Verwendung von HeiBluft. Vorteilhaft ist aber auch die Warmeaufbringung durch Wéarme-
strahlung, beispieisweise Infrarot- oder Laserbestrahlung.
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Bei den elektrischen Bauteilen handelt es sich vorzugsweise um Silicium-Chips einer Dicke

von 10um bis 60um.

Im folgenden wird das Verfahren anhand einer Zeichnung naher eridutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf einen gesagten Wafer auf einer Trégerplatte,

Fig. 2 eine Schnittansicht durch die Tragerplatte aus Fig. 1 entlang der Linie [I-Il, und

Fig. 3 eine vergroRerte Detailansicht aus Fig. 2 mit schematischer Darstellung zweier
Warmegquellen und einer Vakuumpipette.

Fig. 1 zeigt eine Glasplatte 1 als Tragerplatte fur einen bereits gesagten Wafer 2, der aus
einer Vielzahl von bereits voneinander getrennten Chips 3 besteht. Es handelt sich hierbei
um einen Wafer bzw. Chips, der eine Dicke von unter 60um und ein foliendhnliches Verhal-

ten aufweist.

. Wie besser noch aus Fig. 3 ersichtlich ist, ist der Wafer 2 auf der Glasplatte 1 mit Hilfe einer
Klebefolie 4 aufgeklebt. Die Klebefolie 4 besteht aus einem warmeldslichen Klebstoff, d.h.
einem Klebstoff, der bei Erwdrmung seine Klebeeigenschatften verliert bzw. stark verringert.

Im folgenden wird anhand der Zeichnung das erfindungsgemafie Verfahren naher erlautert.

Zunachst wird auf die Glasplatte 1 eine Klebefolie 4 aufgebracht. Auf diese Klebefolie 4 wird
dann der Wafer 2 als ganzes aufgeklebt. Alternativ kann auch die Klebefolie zun&chst auf
den Wafer 2 aufgeklebt werden, der dann mit der Klebefolie 4 auf die Glasplatte aufgeklebt

wird.

Im AnschiuR daran wird der Wafer 4 auf der Glasplatte 1 in die einzelnen Chips 3 aufge-
trennt. Dies geschieht in herkommlicher Weise durch Ségen.

Zum Vereinzeln der einzelnen Chips 3, bzw. zu deren Ablésen wird die Klebefolie 4 in dem
Bereich des Wafers 2, aus dem der jeweilige Chip 3 herausgenommen werden soll, er-
warmt. In Fig. 3 sind hierzu zwei unterschiedliche Methoden dargestellt. In der linken Halte
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der Fig. 3 wird mittels einer Strahlungsquelle 5 die Unterseite der Glasplatte 1 unterhalb des
zu entnehmenden Chips 3 erwarmt. In diesem Bereich 16st sich die Klebstoffolie 4, so dai
der Chip mit Hilfe einer herkémmlichen Vakuumpipette 6 nach oben weggenommen werden

kann.

In der rechten Hélfte der Fig. 3 ist eine Alternative dargestellt. Dort wird die W&rme von der
Oberseite eingebracht, und zwar diesmal mit Hilfe einer HeiBluftdlse 7, die oberhalb des zu
entnehmenden Chips 3 plaziert wird. Die Wé&rme durchdringt den Chip 3 und I6st den da-
runterliegenden Klebstoff der Klebefolie 4. Die HeiSluftduse 7 verfahrt dann seitlich und
macht Platz fur die Vakuumpipette 6, die den Chip dann in herkdmmlicher Weise aufnimmt.

Die mit der Vakuumpipette 6 abgenommenen Chips kénnen in herkémmlicher Weise weiter-
verarbeitet werden, beispielsweise auf ein anderes Substrat aufgeklebt oder in einem

nachfolgenden Die-Bonding Prozess weiterverarbeitet werden.

Alternativ zu dem oben beschriebenen Verfahren kann auch ein groRflachiger Bereich des
Tragers erwarmt werden, so daR der Kiebstoff im Bereich mehrerer Chips gleichzeitig deak-

tiviert wird.
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Patentanspriiche

. Verfahren zum Vereinzeln von elektronischen Bauteilen aus einem Verbund, insbeson-
dere Chips aus einem Wafer, bei dem der Verbund zun&chst auf einem Trager aufge-
klebt wird und die Bauteile voneinander getrennt werden, wonach die Bauteile dann ein-
zeln oder in Gruppen unter Verwendung einer Vakuumpipette von dem Tr&ger abgel6st
werden, wobei die Haftwirkung des Klebstoffes selektiv verminderbar ist, wobei vor ader
beim Ablésen der Bauteile der Klebstoff im entsprechenden Bereich in seiner Haftwir-
kung vermindert wird, dadurch gekennzeichnet, daB der Trager als starre Platte, vor-
zugsweise aus Glas, Glaskeramik oder Kunststoff ausgebildet ist, wobei der Klebstoff
vor dem Ablésen der Bauteile im entsprechenden Bereich des Verbunds deaktiviert wird,
wobei das Abheben des Bauteiles ausschlieRlich Uber die Vakuumpipette erfolgt.

. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der KIebstoff wérmeléslich

ist.

| . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die \Warme zum De-

aktivieren des Klebstoffs durch das Bauteil hindurch aufgebracht wird.

. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daR die War-
me zum Deaktivieren des Klebstoffs durch den Tréger hindurch aufgebracht wird.

. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die War-
me durch HeiRluft aufgebracht wird.

. Verfahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die War-

me durch Warmestrahlung aufgebracht wird.

. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die War-
meleitfahigkeit des Trégers quer zur Tragerebene besser ist als in Trégerebene.

. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die elekt-

ronischen Bauteile Silicium-Chips einer Dicke von 10um bis 60pm sind.
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